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erzeugen Licht in einem sehr engen Spektralbereich , wahrend fur 
Beleuchtungszwecke meist weifles Licht benotigt wird. Kommer- 
ziell erhaltliche weiBe LEDs verwenden einen I I I-Nitr id-Emitter 
fur die Anregung eines lumineszierenden Materials, das eine 
Sekundarwellenlange in einem niedrigeren Wellenlangenbereich 
emittiert. Eine bekannte Moglichkeit verwendet eine blaue In- 
GaN/GaN LED, um einen breitbandigen, gelben Leuchtstoff, 
YAG:Ce, anzuregen. Bei diesen mittels Leuchtstoff konvertierten 
LEDs gelangt ein bestimmter Anteil der blauen Emission durch 
die Leuchtstoff schicht, die den LED-Chip bedeckt, so dass das 
sich ergebende Gesamtspektrum eine Farbe aufweist, die weiBem 
Licht nahe kommt. Wegen des Fehlens von Spektralanteilen im 
Blau/Griin-Bereich und im roten Wellenlangenbereich ist die 
Farbe hierbei jedoch in manchen Fallen nicht zuf riedenstellend . 

Ein weiterer Ansatz besteht in der Verwendung eines im UV- oder 
nahen UV-Bereich emittierenden Halbleiteremitters , der mit 
einem vollfarbigen Leuchtstoff system gekoppelt wird. Hiermit 
lassen sich farbmaBig zuf riedenstellende WeiJ31ichtquellen rea- 
lisieren (vgl. Phys. Stat. Sol. (a) 192, Nr. 2, 237 bis 245 
(2002), M. R. Krames et al.: „High-Power Ill-nitride Emitters 
for Solid-State Lighting"). 

Hierbei werden die Leuchtstoff partikel in Epoxydharz eingebet- 
tet und als Lumineszenzschicht auf den Halbleiteremitter aufge- 
bracht . 

Aus Phys. Stat. Sol. (a) 192, Nr. 2, 246 bis 253 (2002) U. 
Kaufmann et al.: „Single Chip White LEDs" ist es ferner be- 
kannt, als Leuchtstoff fiir die Umsetzung der von der LEDs emit- 
tierten Strahlung zur Erzeugung von weiBem Licht ein Erdalkali- 



sulfid zur Erzeugung von rotem Licht, ein Erdalkalithiogallat 
fur die Erzeugung von gelbem Licht und BaMgAl 10 O 17 zur Erzeugung 
von blauem Licht zu verwenden. Diese drei Materialien sind mit 
Europium dotiert. Zur Farbabstimmung miissen die einzelnen 
Leuchtstof f konzentrationen in geeigneter Weise gemischt werden, 
wozu sie in Epoxydharz auf genommen werden, mit dem der Halblei- 
teremitter beschichtet wird. 

Bei samtlichen der vorgenannten Leuchtstof f-Schichten, die zur 
Umsetzung des von den Halbleiteremittern emittierten Lichtes in 
einen gewiinschten Spektralbereich insbesondere zur Erzeugung 
von weiGem Licht dienen, ergeben sich gewisse Nachteile durch 
die Einbettung der verwendeten Leuchtstof fe in Epoxydharz. 
Durch die verwendeten Granulate entstehen Streuverluste , und 
eine nicht homogene Verteilung des Granulats auf dem Halblei- 
teremitter kann winkelabhangig zu unterschiedlichen Farbeindrii- 
cken fiihren. Darliber hinaus sind Epoxydharze in vielerlei Hin- 
sicht nicht langzeitstabil , insbesondere beziiglich ihrer opti- 
schen und mechanischen Eigenschaf ten . Auch die thermische Sta- 
bilitat ist vielfach nicht ausreichend. 

Des Weiteren ist es aus der JP 2001214162 bekannt, zur Erzeu- 
gung von weiBem Licht mittels einer im blauen Bereich emittie- 
renden LED einen Leuchtstof f zu verwenden, der eine Oxynitrid- 
Glasmatrix mit 20 bis 50 Mol-% CaO, 0 bis 30 Mol-% Al 2 O a/ 25 bis 
60 Mol-% Si0 2 , 5 bis 50 Mol-% AlN und 0,1 bis 20 Mol-% eines 
Seltenerdoxids oder eines Ubergangsmetalloxids aufweist. 

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine verbesser- 
te Halbleiterlichtquelle mit einem Halbleiteremitter zu schaf- 
fen, mit der sich Licht in einem gewiinschten Spektralbereich, 



insbesondere weiBes Licht, erzeugen lasst, bei der die vorste- 
hend beschriebenen Nachteile vermieden werden. Dabei soli eine 
moglichst hohe Langzeitstabilitat und Farbtreue gewahrleistet 
werden . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaJ3 durch eine Halbleiterlicht- 
quelle mit einem Halbleiteremitter gelost, insbesondere mit 
mindestens einer LED, und mit einem lumineszierenden Glaskor- 
per . 

Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese Weise vollkommen ge- 
lost . 

Dadurch, dass erf indungsgemaB die Verwendung von Epoxydharzen 
als Einbettmasse fur die Lumineszenzmaterialien vollstandig 
vermieden wird, kann eine besonders farbgetreue Emission im 
gewiinschten Spektralbereich erreicht werden, die langzeitstabil 
ist. Durch die optische Homogenitat von Glas lasst sich eine 
Farbumwandlung erreichen, die frei von Streuverlusten ist, 
wobei sich auch winkelabhangige Farbeffekte gezielt minimieren 
lassen. Das Glas lasst sich bezliglich seiner maximalen Phonone- 
nenergie optimieren: diese sollte moglichst niedrig sein, um 
Verluste so gering wie moglich zu halten. Sofern eine Anregung 
durch einen Halbleiteremitter im UV-Bereich erfolgt, kann das 
verwendete Glas gleichfalls bezliglich einer hohen UV- 
Transmissivitat optimiert werden. Weiterhin bietet der lumines- 
zierende Glaskorper eine hohe mechanische, thermische und che- 
mische Resistenz, sowie eine Langzeit-Konstanz des Absorptions- 
und Emissionsverhaltens . 
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Wie bereits erwahnt, weist der Halbleiteremitter mindestens 
eine LED auf, die vorzugsweise im blauen oder im UV-Bereich 
emittiert, wahrend der lumineszierende Glaskorper in einem 
davon abweichenden zweiten Wellenlangenbereich uberwiegend 
weiBes oder ggf. farbiges Licht emittiert. 

Auf diese Weise konnen leistungsstarke LEDs verwendet werden, 
die im blauen oder UV-Bereich emittieren, um weiBes Licht zu 
erzeugen. 

J 

Der lumineszierende Glaskorper besteht vorzugsweise aus einem 
Basisglas mit einer Seltenerddotierung, die vorzugsweise Eu 2 0 3 
und/oder Ce0 2 enthalt. 

Hierbei lasst sich die lokale Koordinationszahl der Seltenerd- 
Ionen und das Kristallfeld mit Hilfe der Glaszusammensetzung so 
einstellen, dass der benotigte Farbeindruck entsteht. Hierbei 
wird die breite Adsorption der Seltenerd-Ionen bei den 
4f 5d-Ubergangen (z.B. bei Eu 2+ : 4f 6 5d x -> 4f 7 oder bei Ce) 
verwendet, um das kurzwellige Licht des Halbleiteremitters zu 
absorbieren. Die Emission erfolgt dann im langwelligeren Spek- 
tralbereich . 

Die Seltenerddotierung kann je nach Anwendungsbereich in einem 
weiten Bereich variieren, vorzugsweise zwischen 0,001 und 
3 0 Gew.-%, insbesondere im Bereich von 0,1 bis 10 Gew.-%, wobei 
sich die besten Ergebnisse meist im Prozentbereich einstellen. 

Wie bereits erwahnt, lasst sich das Basisglas zwecks einer 
geringen maximalen Phononenenergie und zwecks einer moglichst 
hohen UV-Transmissivitat optimieren. 



Auf diese Weise werden die Verluste durch den lumineszierenden 
Glaskorper so gering wie moglich gehalten. 

Die Absorptions- und Emissionseigenschaf ten des Glaskorpers 
werden uberwiegend von dem Anteil an Seltenerd-Ionen beein- 
flusst. Die bei Europium vorhandenen optischen Ubergange von 
4f-Elektronensystemen sind nur in einem begrenzten Bereich 
durch die Glaszusammensetzung beeinf lussbar . Dennoch kann das 
Basisglas in weiten Bereichen unabhangig von der Dotierung mit 
Seltenerd-Ionen bezliglich der optischen Eigenschaf ten optimiert 
werden, urn insbesondere eine hohe Quantenef f izienz der elektro- 
nischen Ubergange zu erzielen („Low Phonon Energy Glass") und 
urn eine hohe UV-Transmissivitat bei der Verwendung von im UV- 
Bereich abstrahlenden Halbleiteremittern zu erreichen und um 
gezielt einen Farbeindruck (Farbtemperatur ) einzustellen . 

Als Basisglaser kommen daher zahlreiche Glaser in Betracht, die 
eine moglichst geringe maximale Phononenenergie aufweisen und 
eine moglichst hohe UV-Transmissivitat besitzen. 

Zu diesem Zweck sind im Prinzip alle Glaser basierend auf den 
klassischen Netzwerkbildnern Si0 2 , B 2 0 3 und P 2 O s oder Ge0 2 geeig- 
net . Glaser dieser Typen sind in zahlreichen Varianten als 
technische und optische Glaser bekannt. 

Hierzu gehoren u.a. Borosilicatglaser, Erdalkali-Borosilicat- 
glaser , Aluminoborosilicatglaser, Bleisilicatglaser ( Flintgla- 
ser) , Kalknatronglaser (Kronglaser) , Alkali-Erdalkali- 

silicatglaser , Lanthanoxidboratglaser , sowie Bariumoxidsilicat- 
glaser . 



Derartige „technische" bzw. „optische" Glaser lassen sich durch 
geeignete Zugaben weiterer Oxide in ihren Eigenschaf ten wahl- 
weise konf ektionieren . 

Urn die maximalen Phononenenergien abzusenken, kann beispiels- 
weise der Gehalt von B 2 0 3 abgesenkt werden, etwa auf hochstens 
1 Gew.-%, auf hochstens 0,1 Gew.-% oder sogar darunter. 

Selbst bei optimaler Einstellung der maximalen Phononenenergie 
konnen angeregte Seltenerdionen in unerwlinschter Weise strah- 
lungslos relaxieren, insbesondere bei Existenz von OH"-Gruppen 
im Glas. 1st das Glas extrem arm an OH~, was durch „trockenes" 
Erschmelzen, z.B. durch Zugabe von Halogeniden wie CI", Einbla- 
sen von trockenem Sauerstoff oder Halogenidgas in die Schmelze, 
erreicht werden kann, so lasst sich eine Quantenausbeute der 
Phononenubergange von > 80 %, bevorzugt von > 90 %, erzielen, 
so dass hochstens 20 % (bevorzugt hochstens 10 % der angeregten 
Niveaus durch nicht strahlende Prozesse) entleert werden („Low 
Phonon Energy Glass"). 

Auch durch einen Zusatz von Oxiden der Schwermetalle oder tiber- 
gangsmetalle, wie insbesondere Bi, Te, Sb, Ge, Gd, Ga, Pb, V, 
Nb, lasst sich die Phononenenergie reduzieren. Die Ubergangsme- 
talle haben eine groBe Polarisierbarkeit und sorgen damit fur 
eine Verbreiterung der optischen Ubergange (liber das Stark 
Splitting). Niedrigere Phononenenergien werden damit nur in 
begrenztem MaBe erreicht. Mit derartigen Glasern etwa mit Zu- 
satzen von Bi 2 0 3 , die vorzugsweise im Bereich zwischen 10 und 85 
Mol-% liegen, lassen sich maximale Phononenenergien von weniger 
als 1000 cm" 1 erzielen (vgl. JP-H3-295828 beziiglich Glasern fur 
Upconversion-Laser) . 
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Hierzu kommen beispielsweise Glaser mit mindestens 10 Mol-% 
Bi 2 0 3 und mindestens 10 Mol-% Si0 2 in Frage, oder z.B. mit min- 
destens 20 Mol-% Te0 2 , mindestens 1 Mol-% R 2 0, und mindestens 
1 Mol-% ZnO (z.B. 75 Mol-% Te0 2 , 5 Mol-% Na 2 0, 20 Mol-% ZnO) . 



Bei diesen Glasern kann ein Optimum zwischen niedriger Phono- 
nenenergie, breiter Emission und hoher UV-Transmissivitat ge- 
funden werden. 



Auch durch einen Ubergang von Oxidglasern zu Chalcogenidglasern 
oder Halogenidglasern lassen sich die Phononenenergien reduzie- 
ren . 

Ein Beispiel fur ein derartiges Basisglas ist 53 ZrF 3/ 20 BaF 2 , 
3 LaF 3 , 3 A1F 3 , 20 NaF, 1 ErF 3 (ZBLAN). 

Besonders niedrige Phononenenergien und sehr giinstige UV- 
Transmissivitaten lassen sich mit Glasern des Typs Fluo- 
rophosphat erzielen. Beispielsweise kann ein Basisglas mit etwa 
der folgenden Zusammensetzung verwendet werden: 



P 2 0 5 

MgO + CaO + SrO 

A1 2 0 3 

BaO 

R z O 

F/F 2 

Si0 2 

Weitere Oxide 



> 7 

> 1 

> 5 

> 5 

> 0,1 

> 10 

> 0 



Hierbei liegen die Phononenenergien bei hochstens 1100 cm" 1 , und 
die UV-Kante liegt unterhalb von 250 nm. 

GemaJ3 einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung besteht der 
Glaskorper aus einem zumindest teilweise entmischten Glas, 
wobei die Seltenerd-Ionen vorzugsweise uberwiegend in den Ent- 
mischungsbereichen mit niedriger Phononenenergie (z.B. vom Typ 
Sb 2 0 3 -Si0 2 ) auf genommen sind. 

Daruber hinaus kdnnen die Seltenerd-Ionen zumindest teilweise 
als kristalline Einschlusse im Glaskorper auf genommen sein. 

Durch diese Maflnahmen lassen sich das Kristallfeld und die 
Koordinationszahlen der Seltenerd-Ionen gezielt beeinf lussen, 
um so das Emissionsverhalten des Glaskorpers in weiten Berei- 
chen anpassen zu kdnnen und auf gewunschte Spezif ikationen hin 
maJ3schneidern zu konnen . 

Der lumineszierende Glaskorper ist vorzugsweise als Vorsatz fur 
den Halbleiteremitter ausgebildet und weist hierzu zweckmaBi- 
gerweise eine an einer Auflenoberf lache des Halbleiteremitters 
angepasste Oberf lache auf. 

Dabei kann der Glaskorper mit dem Halbleiteremitter stoff- 
schlussig verbunden sein, beispielsweise damit verklebt sein 
oder damit gebondet sein, z.B. durch ein Glaslot verbunden 
sein. Auch ein Aufbringen auf den Halbleiteremitter durch Be- 
dampfen oder Besputtern ist moglich. 

Zur Aufnahme des Glaskorpers in einem vorbestimmten Abstand vom 
Halbleiteremitter kann ein Halter vorgesehen sein, ferner kann 
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die Halbleiterlichtquelle mit einem Reflektor kombiniert sein, 
urn eine Abstrahlung in eine Vorzugsrichtung zu gewahrleisten . 

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nach- 
stehend noch zu erlauternden Merkmale der Erfindung nicht nur 
in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen 
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der Erfindung zu verlassen. 

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus 
der nachf olgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfiihrungs- 
beispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen: 

Fig. 1 eine erste Ausfiihrung einer erf indungsgemaBen Halblei- 
terlichtquelle in quer geschnittener Darstellung und 

Fig. 2 eine gegeniiber der Ausfiihrung gemaB Fig. 1 leicht 
abgewandelte Ausfiihrung der Erfindung. 

In Fig. 1 ist eine erf indungsgemaBe Halbleiterlichtquelle ins- 
gesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet. 

Die Halbleiterlichtquelle 10 weist einen Halbleiteremitter in 
Form einer im UV-Bereich abstrahlenden LED auf, die beispiels- 
weise auf einem Kiihlkorper 22 aufgenommen sein kann. Zur Erzeu- 
gung von weiBem Licht ist vor dem Halbleiteremitter 12 ein 
Glaskorper 14 aufgenommen, in dem eine geeignete, etwa quader- 
formige Ausnehmung vorgesehen ist, so dass der Glaskorper 14 
den Halbleiteremitter 12 in der so gebildeten Vertiefung auf- 
nimmt und ein gewisser Abstand der Innenoberf lache 16 zur Au- 
Benoberf lache des Halbleiteremitters 12 besteht. Zur gerichte- 



ten Abstrahlung ist ein Reflektor 18 vorgesehen, der auf der 
Oberflache des Kuhlkorpers 22 befestigt ist und den Glaskor- 
per 14 an seiner AuBenoberf lache mittels geeigneter Vorsprun- 
ge 20 einschlieBt, urn den Glaskorper 14 so zu haltern. 

Eine leicht abgewandelte Ausfuhrung der Halbleiterlichtquelle 
ist in Fig. 2 dargestellt und insgesamt mit der Ziffer 30 be- 
zeichnet. Dabei werden fiir entsprechende Teile entsprechende 
Bezugszif f ern verwendet . 

Der einzige Unterschied zu der Ausfuhrung gemaB Fig. 1 besteht 
darin, dass der Glaskorper 14 nicht mechanisch mittels Laschen 
Oder dgl. am Halbleiteremitter 12 gehaltert ist, sondern mit 
der AuBenoberf lache des Halbleiteremitters 12 verklebt ist, was 
z.B. durch eine sehr niedrig schmelzende Glasfritte erfolgen 
kann. Es besteht somit eine Bondschicht 24 zwischen der Innen- 
oberf lache 16 des Glaskorpers 14 und der AuBenoberf lache des 
Halbleiteremitters 12 . 

Erf indungsgemaB ist nun der Glaskorper 14 als lumineszierender 
Glaskorper ausgebildet, der eine Strahlung des Halbleiteremit- 
ters 12 etwa im blauen oder UV-Bereich absorbiert und vorzugs- 
weise in einem langwelligeren Spektralbereich wieder abstrahlt, 
urn etwa weiBes Licht zu erzeugen. 

Der Glaskorper 14 besteht aus einem Basisglas, das mit einer 
Seltenerddotierung im Bereich zwischen etwa 0,001 und 30 Gew.-% 
versehen ist, beispielsweise 5 Gew.-% Eu 2 0 3 und 1 Gew.-% Ce0 2 
enthalt. Der Glaskorper 14 ist in seiner Zusammensetzung und 
besonders auf eine moglichst geringe maximale Phononenenergie 
und eine moglichst hohe UV-Transmissivitat abgestimmt. 



Grundsatzlich kommen eine ganze Reihe von an sich bekannten 
optischen oder technischen Glasern zur Herstellung des Basis- 
glases in Betracht . 

Zwecks einer besonders geringen Phononenenergie und gleichzei- 
tig hohen UV-Transmissivitat kann das Basisglas arm an B 2 0 3 
ausgebildet sein und als „trockenes Glas" mit moglichst gerin- 
gem Wasseranteil erschmolzen sein (z.B. durch Einleiten eines 
trockenen Gases, wie Sauerstoff oder eines Halogenidgases, in 
die Schmelze ) . 

Zwecks einer besonders geringen Phononenenergie kann das Basis- 
glas beispielsweise als Fluorophosphatglas ausgebildet sein, 
etwa der folgenden Zusammensetzung (in Gew--%): 



P 2 0 5 > 7 

MgO + CaO + SrO > 1 

A1 2 0 3 > 5 

BaO > 5 

R 2 0 > 0,1 

F/F 2 > 10 



Dabei ist unter R z O ein Alkalioxid wie etwa Na 2 0 zu verstehen. 
Dieses Basisglas kann beispielsweise mit etwa 5 bis 10 Gew.-% 
Eu 2 0 3 dotiert sein . 

Es ergibt sich hiermit eine Phononenenergie von weniger als 
1100 cm" 1 und eine UV-Kante unterhalb von 250 nm. 
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Patentanspriiche 

1. Halbleiterlichtquelle mit einem Halbleiteremitter (12), 
insbesondere mindestens einer LED, und einem lumineszie- 
renden Glaskorper (14). 

2. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 1, bei der der Halb- 
leiteremitter (12) mindestens eine LED aufweist, die in 
einem ersten Wellenlangenbereich , insbesondere im blauen 
oder im UV-Bereich, emittiert und der lumineszierende 
Glaskorper (14) in einem zweiten Wellenlangenbereich iiber- 
wiegend weiBes oder farbiges Licht emittiert. 

3. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 1 oder 2, bei der der 
lumineszierende Glaskorper (14) aus einem Basisglas mit 
einer Seltenerddotierung besteht. 

4. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 3, bei der das Basis- 
glas mit einer Seltenerddotierung von 0,001 bis 30 Gew.-%, 
vorzugsweise von 0,1 bis 10 Gew.-% versehen ist. 

5. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 3 oder 4, bei der die 
Seltenerddotierung Eu 2 0 3 und/oder Ce0 2 enthalt. 

6. Halbleiterlichtquelle nach einem der Anspriiche 3 bis 5, 
bei der das Basisglas auf eine hohe UV-Transmissivitat und 
eine geringe maximale Phononenenergie abgestimmt ist. 
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7. Halbleiterlichtquelle nach einem der Anspruche 3 bis 6, 
bei der das Basisglas ein Borosilicatglas , ein Erdalkali- 
borosilicatglas , ein Aluminoborosilicatglas , ein Bleisili- 
catglas (Flintglas), ein Kalknatronglas (Kronglas), ein 
Alkali-Erdalkalisilicatglas , ein Lanthanoxidboratglas oder 
Bariumoxidsilicatglas ist . 

8* Halbleiterlichtquelle nach einem der Anspruche 3 bis 7, 
bei der das Basisglas ein Chalcogenidglas oder ein Haloge- 
nidglas, insbesondere ein Fluorophosphatglas ist. 

9. Halbleiterlichtquelle nach einem der Anspruche 3 bis 8, 
bei der das Basisglas Oxide von Schwer- und/oder Uber- 
gangsmetallen enthalt, insbesondere von Bi, Te, Sb, Ge, 
Gd, Ga, Pb, V, Nb, enthalt. 

10. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 9, bei der das Basis- 
glas eine Zusammensetzung (in Gew.-%) aufweist von: 



P 2 0 5 


> 


7 


MgO + CaO + SrO 


> 


1 


A1 2 0 3 


> 


5 


BaO 


> 


5 


R 2 0 


> 


0,1 


F/F 2 


> 


10 


Si0 2 


> 


0 


Weitere Oxide 


> 


0 - 



11. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei der der Glaskorper (14) hochstens 1 Gew.-% 
B 2 0 3 , vorzugsweise hochstens 0,1 Gew.-% B 2 0 3 , insbesondere 
hochstens 0,01 Gew.-% B 2 0 3 enthalt. 
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12. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der der Glaskorper (14) einen Wassergehalt 
von weniger als 1 Gew.-%, insbesondere von weniger als 0,1 
Gew.-%, insbesondere von weniger als 0,01 Gew.-% aufweist. 

13. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei der der Glaskorper aus einem zumindest teil- 
weise entmischten Glas besteht, wobei die Seltenerd-Ionen 
vorzugsweise iiberwiegend in den Entmischungsbereichen ge- 
ringster Phononenenergie aufgenommen sind. 

14. Halbleiterlichtquelle nach einem der Anspruche 3 bis 13, 
bei der die Seltenerd-Ionen zumindest teilweise als kri- 
stalline Einschlusse im Glaskorper aufgenommen sind. 

15. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, bei der der lumineszierende Glaskorper (14) als 
Vorsatz fur den Halbleiteremitter (12) ausgebildet ist. 

16. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 15, bei der der Glas- 
korper (14) eine an eine AuBenoberf lache des Halbleiter- 
emitters (12) angepasste Oberf lache (16) aufweist. 

17. Halbleiterlichtquelle nach Anspruch 15 Oder 16, bei der 
der Glaskorper (14) mit dem Halbleiteremitter (12) stoff- 
schliissig verbunden ist, insbesondere damit verklebt oder 
gebondet ist oder darauf aufgedampft oder auf gesputtert 
ist . 

18. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, mit einem Halter (20) zur Aufnahme des Glaskor- 
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pers (14) in einem vorbestimmten Abstand von dem Halblei- 
teremitter ( 12 ) . 

19. Halbleiterlichtquelle nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, mit einem Reflektor (18). 

20. Lumineszierender Glaskorper (14), insbesondere fur die 
Umsetzung der von einem Halbleiteremitter (12) emittierten 
Strahlung in einen abweichenden Wellenlangenbereich , ins- 
besondere zur Erzeugung von uberwiegend wei3em oder farbi- 
gem Licht mittels mindestens einer im blauen oder UV- 
Bereich emittierenden LED, mit einer Seltenerddotierung, 
insbesondere mit einer Dotierung von Eu und/oder Ce . 

21. Verwendung eines lumineszierenden Glaskorpers (14), insbe- 
sondere nach einem der vorhergehenden Anspruche, zur Um- 
setzung der von einem Halbleiteremitter (12) emittierten 
Strahlung in einen abweichenden Wellenlangenbereich, ins- 
besondere zur Erzeugung von uberwiegend weiJ3em oder farbi- 
gem Licht mittels mindestens einer im blauen oder UV- 
Bereich emittierenden LED. 

22. Verwendung nach Anspruch 21, bei der der Glaskorper (14) 
als Vorsatz fur den Halbleiteremitter (12) verwendet wird. 



